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1．はじめに 

酸化物半導体材料に関する研究・開発はこの数
年で大きな発展を遂げ、InGaZnO4 (a-IGZO)は TFT

の活性層として大きな注目を浴びている[1－3]。
近年はデバイスの電気的特性やその安定性、また
より高性能なデバイスへ向けた材料の探索など
に関する研究・開発が活発に行われている。IGZO

の電子状態は Inイオンの 5s 軌道が大きく広がっ
ているとされているが情報が不十分であり、ラジ
カルや常磁性中心に関する研究はまだ十分には
進んでいない。そのため、この部分での知見が今
後のデバイス開発に大きな影響を与える可能性
がある。IGZO などの酸化物半導体材料の格子欠
陥に関しては、発表がされているが詳細が明らか
にされていないため、今後の研究が必要である[4 - 

6]。今回、我々は a-IGZO 半導体中の格子欠陥に
関して ZnO, Ga2O3 材料中に導入される格子欠陥
による ESR 信号と比較して常磁性欠陥のキャラ
クタリゼーションを行った。 

 

2．実験 

に示すように真空チャンバに設置した銅板の
上に Fig. 1 に示すような IGZO 結晶粉末(4N), 

Ga2O3粉末、ZnO 粉末をそれぞれ所定量乗せ、銅

板に RF電源(13.56 MHz)を接続した。 IGZO粉末
のプラズマ処理は Table I に示されるような条件
で行った。真空チャンバを 5.0×10

-5
 Pa 程度まで

真空引きを行った後、Ar、O2ガスを導入して圧力
を制御し、RF 電力を印加してプラズマを生成し
た。試料を回収し、直径 4㎜の石英製の ESR測定
用試料管に 20 mg 導入して ESR 測定を行った[7, 

8]。 

 

3. 結果と考察 

Fig.2に、IGZO粉末の ESR信号を示す。本 ESR

信号とGa2O3粉末のESR信号は似通った位置に吸
収線が現れた。本 ESR信号は Ga2O3の酸素空格子
に関連した ESR 信号である可能性がある。また、
ZnOに関しても同様に、酸素空格子に関連した信
号が同信号付近に確認された。したがって、IGZO

中にプラズマによって導入される格子欠陥のESR

信号は酸素空格子に関連していると考えられる。 
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Table I. Plasma treatment condition of IGZO powder 

generated by RF magnetron plasma.  

Plasma treatment condition Value 

Working gas Ar, O2 

Flow rate [sccm] 20 

Working pressure [Pa] 0.6 

RF power [W] 75 

Working time [min.] 60, 120 

Temperature Without heating 

Base pressure [Pa] ~ 5.0×10
-5 
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Fig. 2 Spectrum of ESR obtained for IGZO

powder after the RF plasma treatment.

Fig. 1 Crystalline XRD pattern of IGZO powder.
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